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 Invenţia se referă la domeniul fizicii semi-
conductoarelor şi poate fi utilizată pentru fabricarea 
sensorilor de gaz în baza peliculelor subţiri.  

Compoziţia pentru obţinerea peliculelor subţiri 
de dioxid de staniu cu sensibilitate înaltă la oxid de 

carbon conţine pentahidrat de tetraclorură de staniu 
SnCl4⋅5H2O şi apă în următorul raport: 

SnCl4⋅5H2O                  61,25 … 78,75 g/l 
apă                                 restul. 
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Descriere:  
 Invenţia se referă la domeniul fizicii semiconductoarelor şi poate fi utilizată pentru fabricarea 

senzorilor de gaz în baza peliculelor subţiri.  
Este cunoscută compoziţia [1] pentru obţinerea peliculelor de SnO2 prin metoda pirolizei, care 

prevede pulverizarea soluţiei pe substratul încălzit până la temperatura de 480…500°С, care conţine 5 
SnCl4⋅5H2O, SbCl3⋅3H2O şi alcool etilic în următorul raport de masă al componenţilor: 

SnCl4⋅5H2O 828,9 g/l 
SbCl3⋅3H2O  8,3 g/l 
C2H5OH  restul. 

Dezavantajul acestei compoziţii constă în aceea că soluţia alcoolică utilizată la reacţiile de 
piroliză acţionează ca reducător activ, condiţionând înrăutăţirea stehiometriei compoziţiei 
peliculelor de SnO2, mărirea fracţiunilor SnO şi Sn în pelicule care în cele din urmă reduc rezistenţa 
peliculelor de SnO2. În afară de aceasta, compoziţia conţine adaosul de dopare SbCl3, care de 10 
asemenea micşorează rezistenţa peliculelor de SnO2. Rezistenţa maximă a peliculelor obţinute prin 
piroliza acestei soluţii nu depăşeşte (3…5)⋅103 Ω la temperatura camerei, iar la temperaturile de 
funcţionare a senzorilor de gaz (250…500°C) rezistenţa lor va fi cu două ordine mai mică. Aceste 
pelicule practic nu posedă sensibilitate la gaz. Un alt dezavantaj este condiţionat de aceea că 
pulverizarea soluţiei se efectuează pe o placă cu cipuri ale senzorilor de gaz definitiv formaţi prin 15 
metodele tehnologiei microelectronice, atunci temperaturile atât de înalte de piroliză vor contribui 
la accelerarea proceselor de degradare în cipuri, la reducerea solidităţii şi durabilităţii lor şi la 
creşterea energiei consumate, care respectiv va majora cheltuielile efectuate la realizarea 
procedeului. 

Mai apropriată după esenţă şi rezultatul obţinut este compoziţia [2], ce conţine: 20 
SnCl4⋅5H2O 30 g/l 
apă 80 ml. 

Neajunsul acestei soluţii constă în aceea că staniul aflat în soluţie în exces (1,07 M) conduce la 
formarea peliculelor subţiri cu rezistenţa şi sensibilitatea la gaz insuficiente. 

Problema pe care o soluţionează invenţia dată constă în elaborarea unei compoziţii pentru 
obţinerea la temperaturi mai reduse a peliculelor subţiri de SnO2 cu sensibilitate înaltă la CO. 

Esenţa invenţiei constă în aceea că compoziţia pentru obţinerea peliculelor subţiri de dioxid de 25 
staniu cu sensibilitate înaltă la oxid de carbon conţine pentahidrat de tetraclorură de staniu 
SnCl4⋅5H2O şi apă în următorul raport: 

SnCl4⋅5H2O 61,25 … 78,75 g/l 
apă  restul. 

Compoziţia revendicată  permite obţinerea peliculelor de SnO2 sensitive la gaz la temperatura 
de 400°C, prin aceasta, reducându-se consumul de curent electric şi preţul de cost al senzorilor. În 
acelaşi timp, se perfecţionează stehiometria compoziţiei peliculelor de SnO2, creşte rezistenţa lor 30 
până la 106…107 Ω şi sensibilitatea S=Raer/Rgaz pentru 0,1% vol. CO în aer până la 9,5…12 unităţi 
relative. Deoarece nu a fost efectuat tratamentul termic al peliculelor de SnO2 după depunerea 
acestora, a fost exclusă influenţa negativă a temperaturii înalte asupra cipurilor senzorilor de gaz, 
ceea ce măreşte fiabilitatea şi durabilitatea lor. 

Acest rezultat este condiţionat de faptul că staniul se conţine în cantităţi relativ mai mici, iar 35 
reacţia pirogenetică SnCl4 + 2H2O → SnO2 + 4HCl↑ la temperatura de 380…400°C decurge mai 
complet şi asigură stehiometria compoziţiei a peliculelor subţiri de SnO2. 

Exemple de realizare a invenţiei 
Exemplul 1. În apă distilată la temperatura camerei se dizolvă SnCl4⋅5H2O în cantitate de 61,25 

g/l. Apoi 1 ml de soluţie omogenizată se pulverizează pe substratul dielectric încălzit până la 40 
temperatura de 400°C, obţinându-se pelicule de SnO2 cu grosimea de 80…100 nm, rezistenţa de 
106…107 Ω şi sensibilitatea raportată la 0,1% vol. de CO în aer la nivelul de 9,5…10,5 unităţi 
relative. 

Exemplul 2. În apă distilată la temperatura camerei se dizolvă SnCl4⋅5H2O în cantitate de 70,00 
g/l. Apoi 1 ml de soluţie omogenizată se pulverizează pe substratul dielectric încălzit până la 45 
temperatura de 400°C, obţinându-se pelicule de SnO2 cu grosimea de 80…100 nm, rezistenţa de 
106…107 Ω şi sensibilitatea raportată la 0,1% vol. de CO în aer la nivelul 10…12 unităţi relative. 

Exemplul 3. În apă distilată la temperatura camerei se dizolvă SnCl4⋅5H2O în cantitate de 78,75 
g/l. Apoi 1 ml de soluţie omogenizată se pulverizează pe substratul dielectric încălzit până la 
temperatura de 400°C, obţinându-se pelicule de SnO2 cu grosimea de 80…100 nm, rezistenţa de 50 
106…107 Ω şi sensibilitatea raportată la 0,1% vol. de CO în aer la nivelul de 9…11 unităţi relative. 
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(57) Revendicare: 

  Compoziţie pentru obţinerea peliculelor subţiri de dioxid de staniu cu sensibilitate înaltă la 
oxid de carbon, care include pentahidrat de tetraclorură de staniu SnCl4⋅5H2O şi apă, caracterizat 
prin aceea că SnCl4⋅5H2O şi apa sunt luate în următorul raport: 5 

SnCl4⋅5H2O    61,25 … 78,75 g/l 
apă     restul. 
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